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ПРЕДИСЛОВИЕ

Проектирование и создание изделий современной микро
электроники — необходимое условие для создания в нашей стране 
передовой интеллектуальной техники и обеспечения техноло
гической независимости и информационной безопасности отечест
венных электронных систем.

Изделия микроэлектроники — интегральные микросхемы 
различной степеней интеграции, микросборки, микропроцессоры, 
мини- и микро-ЭВМ — позволили осуществить проектирование и 
промышленное производство функционально сложной радио- и 
вычислительной аппаратуры, отличающейся от аппаратуры 
предыдущих поколений лучшими параметрами, более высокими 
надежностью и сроком службы, меньшими потребляемой энергией 
и стоимостью. Аппаратура на базе изделий микроэлектроники 
находит широкое применение во всех сферах деятельности 
человека. Микроэлектроника способствует созданию систем 
автоматического проектирования, промышленных роботов, 
автоматизированных и автоматических производственных линий, 
средств связи и др.

Микроэлектроника является одним из наиболее быстро и 
эффективно развивающихся направлений науки и техники. 
Поэтому изучение ее основ необходимо при подготовке инженеров 
всех радиотехнических специальностей и специальностей 
электросвязи.

Главной задачей курса основ микроэлектроники для спе
циальностей электросвязи является изучение физических 
принципов построения интегральных микросхем, способов их 
изготовления, основных конструктивных и электрических 
характеристик и методов оценки их качества и надежности. На 
основе этих знаний студенты могут успешно изучать радио
техническую аппаратуру и аппаратуру электросвязи, в которой 
широко применяются интегральные микросхемы.

Становление микроэлектроники как самостоятельной науки 
стало возможным благодаря использованию богатого опыта и базы 
промышленности, выпускающей дискретные полупроводниковые 
приборы. На современном этапе микроэлектроника продолжает 
продвигаться быстрыми темпами как в направлении совер
шенствования полупроводниковой интегральной технологии, так
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и в направлении использования новых физических явлений. 
Впервые в учебной литературе основы микроэлектроники были 
изложены в книге И. П. Степаненко [2|, в которой рассмотрены в 
органическом единстве физические, технологические и 
схемотехнические аспекты микроэлектроники.

Во втором издании данной книги по сравнению с первым 
существенной переработке подверглись все главы, особенно 
посвященные схемотехнике ИМС и БИС. Введены разделы по 
испытаниям ИМС и БИС в аппаратуре.

Авторы считают своим долгом выразить благодарность 
рецензентам — зав. кафедрой «Конструирование радио
электронной аппаратуры и микроэлектроника» Ленинградского 
электротехнического института связи проф. Л.Ф. Григоровскому, 
доцентам этой кафедры Ю. Н. Балодису, О. В. Кустову, 
В. 3. Лундину, А. Т. Мельниченко, Е. Д. Романову, Ю. Г. Туликову 
за ценные замечания и предложения, учтенные при окончательной 
отработке рукописи. Авторы благодарят также инженера 
Р. А. Роздову за участие в переработке главы по гибридным 
микросхемам и канд. техн. наук В. И. Ефимова, написавшего 
параграф «Интегральные микросхемы СВЧ-диапазона».

Авторы с благодарностью приняли большинство замечаний по 
рукописи сотрудников кафедры микроэлектроники Московского 
ордена Трудового Красного Знамени электротехнического 
института связи.
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